
Fig.1 Cross sectional image of p-n junction diode. 
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背景・目的 ダイヤモンドは既存の半導体より優れた物性値を持ち、高速・低損失パワーデバイス

として期待される材料である。イオン注入が困難なために実現していなかった選択的ドーピング

は、ダイヤモンド成長の面方位依存性を利用した選択成長法[1]を用いることで可能となった。今

回はこの方法を用いて作製した横型接合デバイス[2-3]の耐圧を評価した。 

実験方法 Fig.1 に横型 p-n 接合ダイオードの構造を示す。(001)ダイヤモンド基板に 0.9 m 堆積し

た B:3×10
16

 cm
-3の p 型ダイヤモンドにステップを作製して(110)面を露出し、n

+ダイヤモンドの選

択成長を行った。この時の P 濃度は 8×10
19

 cm
-3である。ここに Ti/Pt/Au を堆積させフォーミング

により電極を形成した。デバイスの接合面積は 4.5 m
2である。測定には真空チャンバを用いた。 

実験結果・考察 横型 p-n 接合ダイオードの耐圧として 720 V を得た。計算から、この時空乏層

にかかる電界は 3.8 MV/cm となる（Fig.2）。これはダイヤモンドの限界である 10 MV/cm の 38 %

であり、構造最適化を行っていないのにも関わらず高い値を示した。この値は Si や SiC の限界よ

りも高い。また、複数回の測定においても特性は悪化せず、ほぼ同じ電圧で降伏することからこ

の降伏は非破壊性である。 
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Fig.2 Reverse bias property of lateral pn-diode. 
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